T12F

Typenrelhe/Type range T12F 500* 600 800 900 1000 1100* 1200*

Elektrische Eigenschaften Electrical properties

Héchstzuldssige Werte Maximum permissible values

Uprwm, Urru Periodische Vorwérts- und repetitive peak forward off-state 500...1200 \'

Ruckwarts-Spitzensperrspannung andreverse voltages

lrRmMsM Effektiver Durchla3strom RMS on-state current 30 A

lravm Dauergrenzstrom average on-state current tc=85°C 12 A
to=50°C 19 A

lrsm StoBstrom-Grenzwert surge current t=10ms, ty=45°C 220 A
t=10ms, ty = tymax 200 A

[izdt Grenzlastintegral [Pdt-value t=10ms,ty=45C 240 A%
t=10ms, bj = tymax 200 A%

(dizdt),,  Kiitische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current nicht periodisch/non repetitive 300 A/ps
Dauerbetrigb/continuous operation, irm = 120 A 60 Alps

(du/dt)e Kritische Spannungssteilheit

Charakteristische Werte

ur Obere DurchlaBspannung

Uro) Schleusenspannung

rr Ersatzwiderstand

Uar Obere Ziindspannung

lar Oberer Ziindstrom
Unterer Zlindstrom

I4 Oberer Haltestrom

I Oberer Einraststrom

o, In Oberer Vorwirts- und Riickwarts-
Sperrstrom

tod Oberer Ziindverzug

tq Obere Freiwerdezeit

Qs Obere Nachlaufladung

Cru Typische Nullkapazitét

Thermische Eigenschaften

Rinsc Innerer Warmewiderstand

tvj max Hochstzul, Sperrschichttemperatur
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften

Si-Element glaspassiviert, geldtet

G Gewicht

M Anzugsdrehmoment
Kriechstrecke
Magbilder
Gehduse C
Gehduse U

critical rate of rise of off-state voitage

Characteristic values
max. on-state voltage
threshold voltage
sloperesistance

max. gate trigger voltage
max. gate trigger current
min. gate trigger current
max. holding current
max. latching current

max. forward off-state and
reverse currents

- max. gate controlled delay time

max, circuit commutated
turn-offtime

max. lag charge

typ. zero capacitance

Thermal properties
thermal resistance,
junctionto case

max, junction temperature
operating temperature
storage temperature

Mechanical properties

Si-pellet glass-passivated, soldered

weight

tightening torque
creepage distance
outlines

caseC

caseU

*  Fr groBers Stiickzahlen bitte Liefertermin erfragen/Defivery for larger quantities on request
1) Werte nach DIN 41787 {ohne vorausgehende Kommutierung)/Values to DIN 41787 (without prior commuation)
2) Unmittelbar nach der Frelwsrdezeit/immediately after turn-off time

3) Upam < 1000V

u,=8V,la=0,25A,dic/dt =0,25 A/ps
up = 67% Ubam, ty = bymax
B:
C*-
L:
M*l

ty=timauIr=60A

i = tymax

ty=tqmax

1= 25°C, up =6V,RA=10Q
tj=25°C,up=6V,Ra=10Q
ti=tjmau Un=6V,RA=10Q
1=26°C, up=6V,Ra=10Q
tj=25°C, up=6V,Rex=20Q

ia = 0,25 A, dig/dt = 0,25 Afpis, 1 =108
tyj = tjmax: Up = Upam (ur = Urnm)

ia = 0,25 A, di/dt = 0,6 A/ps
Priifbedingungensiehe 3.4.3.2/ C:
testconditions see 3.4.3.2 D:
tj = tjmax, Irm = 20 A, ~div/dt = 20 A/us
ty=26°C, t=10kHz

- © =180, sinus

DG

DIN41892-201C3
TO48

Y 3
50 50 Vs
400 400 Vips
400 50 Vis
1000 400 V/us

27 V
1,26 V
26 mQ
2 Vv
50 mA
0,5 mA
100 mA
200 mA
5 mA
1,8 us
12 psd)
16 us
8 pAs

170 pF

< 1,6 °C/W

= 1,32°C/W
125°C
—40°C...+125°C

—40°C...+130°C

12g
2Nm
2mm
. Seite/page 265
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T12F

Bilder1,2,3 200
Hochstzulasslge Strombelastbarkeit in Abhéngigkeit — e,
von der Halbschwingungsdauer bel: 150 ——
sinusférmigem Stromverlauf, [A] ~ [
der angegebenen Gehausetemperatur tg, . A gy I "~
Vorwirts-Sperrspannung upy < 0,67 Upay, tT™M 4 - ™~ \‘
Spannungsstellheit dup/dt gemaB 5. Kennbuchstaben, 100 £ ~ \\ A
Riickwarts-Sperrspannung upy < 50V, 90 <] N s,
Rilckwérts-Spannungsstailheit dup/dt < 100 V/us 80 » " \\ <
oder Betrieb mit antiparalleler schneller Diode, 0 . \\ N \
2 2 g N
Freiwerdezeltt, gemaB 4, Kenfbuchstahe_n, . N \ \\ \\
Steuergenerator: U = 8V,ia = 0,2 A, ta =1 s, 60 ~ ~ N AN
RC-Glled: R [€] = 0,05 upm [V], C = 0,068 uF T~ N N\ \\
50 " N N
[ ~— ™. A,
40 SN N7 | [ 50 25_|15_| 10 05
I
* / ; i /\ 1o =+10kHz
| ——t 30 PP oS
c =
Tel
fo 20
10 20 40 60 100 200 400 600 1000
Parameter; Wisderholfrequenz fo (kHz] ' ." F tp [ug] —e—
Repetition rate o [kHz) Bild/Fig. 1
Fig.1,2,3 200
Maximum allowable current load versus halfwave duration at:
sinusoidal current waveform,
given case temperature tg, 150 —
forward off-state voitage upy < 0.67 Upaw, [A:] v e~
rate of rise of forward voltage dup/dt accarding to 5th code letter, i = —] -
reverse voltage ugy < 50 V, . ™ L P~ - ~_
rate of rise of reverse voltage dug/dt < 100 V/us 100 [ SR \\
or operation with inverse paralleled fast diode, 20 = \ ~
circuit commutated turn-off time t; according to 4th code letter, 80 [~ — S AN I,
pulse generator: U =8V, la = 0.2 A, ta =1 s, 70 ™ N \
AC network: R {©Q] = 0.05 upw [V], C = 0.068 uF o NN N
6 N N ~
N \
s AN ™
IS N N\ N N
0 \\\ \\‘ \\ N \\‘
~ SN
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[— tc = 80°C \110 kHz
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Bild/Fig. 3
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Bilder 4,5, 6

Hachstzuldssige Strombelastbarkeit in Abhéngigkeit von der
Stromsteitheit bei:

trapeztrmigem Stromverlauf,

der angegebenen Gehiusetemperatur t;,
Vorwarts-Sperrspannung uoy =< 0,67 Uopm,

Frelwerdezelt t; gemis 4, Kennbuchstaben,
Spannungsstellheit duy/dt gemas 6. Kennbuchstaben,
Steuergenerator: uL =8V, ig = 0,2A, ta =1 s,

RC-Glied: R [Q] = 0,05 upm [V], C < 0,1 pF

Ausschaitverlustleistung:

nicht beriicksichtigt. Die Kurven gelten fir den Betrieb
mit antiparalleler schneller Diode oder dug/dt < 100 V/us
bei Anstieg auf ugy < 50 V.

— — — beriicksichtigt fiir dug/dt = 400 V/us bei Anstieg
auf upy = 0,67 Uppm.

Anmerkung:

————— Fiir den Betrieb im kurzgestrichelten Berelch der Kurven
wird die Verwendung zusétziicher Beschaltungsglieder
empfohlen.

i T \-dip/dt —
V Vi T
+dirdt | ——1

———-%—T—- 1_
RT)

Parameter: Wiederholfrequenz fq [kHz]
Repetition rate fo (kHz]

Fig.4,5,6

Maximum allowable current load versus rate of rise of

current at:

trapezoidal current waveform,

given case temperature tg,

forward off-state voltage ugy < 0.67 Upgu,

circuit commutated turn-off time t, according to 4th code letter,
rate of rise of voltage dup/dt according to 5th code letter,
pulse generator: uL = 8 V,ig = 0.2 A, ta =1 ps,

RC network: R {Q] = 0.05 upm [V], C = 01 pF

Turn-off power loss:

not taken into account. The curves apply for operation
with inverse paralleled fast diode or dug/dt < 100 V/us
rising up to ugy < 50 V.

— — — taken into account for dug/dt = 400 V/ys rising up
to Ugy = 0.67 Upau

————— for operation in the fine dashed range of the curves
it is recommended to use additional suppression
components.

T12F
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T12F

Bild/Fig. 7

Diagramm zur Emmittlung der Summe aus Einschalt- und DurchlaBverlust-

leistung (Prr + Pr).

Diagram for the determination of the sum of the turn-on and forward

on-state power loss (Pyr + Pr).

Bild 8

Diagramm zur Ermittlung der Gesamtenergie Wiy
fiir elnen sinustormigen DurchlaBstrom-Puls bet:
Vorwirts-Sperrspannung Upy < 0,67 Upru,
Riickwarts-Sperrspannung ugy < 50V,
Riickwirts-Spannungssteilhelt dug/dt < 100 V/s,
Steuergenerator:u. =8V, lg = 0,2A, ta=1yus,
RC-Glled: R [Q] = 0,05 upm [V], C = 0,068 uF

|
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Fig.8

Diagram for the determination of the total energy Wiu
for a sinusoldal on-state current pulse at:

forward oft-state voitage upy <5 0.67 Uppu,

reverse voitage upy < 50V,

rate of rise of reverse voltage dug/dt < 100 V/ps,
pulse generator: u. =8V, lg = 0.2 A, 3 =1 s,

RC network: R [Q] = 0.05 upm [V], C < 0.068 uF
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T12F
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GrenzdurchtaBkennlinle bel ty max Transienter innerer Warmewiderstand Zyc bei sinus- und trapeztérmigem
Maximum on-state characteristic at tj max Stromverlauf.
Translent thermal impedance Zynyc, junction to case at sinusoidal and trapezoidal
current waveform,
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Bild/Fig. 11 Bild/Fig. 12
Ziindbereich und Spitzensteuerlelstung bei up = 6 V. Ziindverzug g4 bei iry = 4 A, tyj = 25°C.
Gate characteristic and peak gate power dissipation at up = 6 V. Gate controlled delay time tyg at lru = 4 A, tj = 26°C,
Parametar: a b ¢ d a- éu@erster Verlauf/lim.iting charactqﬁs:ﬁc
- - b - typischer Vertauf/typical characteristic
Steuerimpulsdauer/Pulse duration g [ms)] 10 1 05 041
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Bild/Fig. 13

Typische Abhéngigkeit der oberen Nachlaufladung Qs von der abkommu-
tierenden Stromsteitheit -di/dt bei ty max.

Typleal relationship between the maximum lag charge Qs and the rate of fall of
the on-state current -di/dt at tyj max.



